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[研究背景・目的] 

グラフェンと半導体接合による太陽電池として、

G/GaAsやG/CdTe等の報告があり、電力変換効率は、

それぞれ 1.95%、3.10%、G/GaAsに関しては、その

開放電圧 Vocと短絡電流密度 Jscは、0.65V、10.03mA∕

𝑐𝑚2である。我々は大気中、室温での貼り合わせ法に

より、G/GaAs太陽電池を作成し、照射する光強度の

Vocと Jscへの影響を調べた。 

[実験方法] 

石英基板上の単層グラフェンと GaAs基板（キャリア

濃度 1.0 × 1013𝑐𝑚−3）を大気中、室温、荷重 500g/cm2

で貼り合わせた。上部電極は GaAsに Auをスパッタ

リング法によって蒸着し、1cm角の銅の立方体にはん

だ付けでリード線を固定したものを接合させた。また、

銅にガラス板を貼り付け、その上から重りを乗せて

500g/cm2の荷重を加えた。下部電極は Ti/Auをそれ

ぞれ 10nmと 100nm、電子ビーム蒸着法によってグ

ラフェンに蒸着し、銀ペーストでリード線を固定した。

測定は、キセノンランプ(波長 380nm-700nm)を用い

て、石英基板の下から光を照射し、試料と光源の距離

を変化させて、I-V特性を測定した。 

[実験結果] 

図 1.(a)は光照射の 𝑉𝐹 = ±10𝑉の範囲の I-V特性を示

す。光照射により、順・逆方向共に電流値が変化した。

図１.(b)は𝑉𝐹 = ±1𝑉の範囲の I-V特性を示す。これか

ら、開放電圧 0.28V、短絡電流密度 0.028が読み取れ

る。図 2.(a)は光強度を変化させた時の Vocを示す。い

ずれも 0.3Vで一定値を示した。図 2.(b)は短絡電流密

度を示す。光強度の増加と共に短絡電流密度が

0.018~0.05μA/cm2に増加した。 

 

 

(a) 𝑉𝐹 = ±10𝑉        (b) 𝑉𝐹 = ±1𝑉 

図 1.光照射時の I-V特性 

 

 

(a)開放電圧 Voc        (b) 短絡電流密度 Jsc 

図 2.光強度を変化させた時の Vocと Jscの値 
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